
基本増幅回路：差動増幅回路



バイポーラトランジスタのモデル（大信号モデル）
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バイポーラトランジスタを用いた差動増幅回路



バイポーラ差動増幅回路
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バイポーラ差動増幅回路の大信号特性

線形範囲：数十mV程度
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線形入力範囲の拡大

伝達コンダクタンスの低減
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MOS差動増幅回路
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MOSトランジスタを用いた差動増幅回路
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大可能によって線形範囲を拡やKISS

寄生容量の増加の積の増加と：

消費電力の増加やの増加
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飽和領域で動作 能動活性領域で動作

カレントミラー回路
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バイポーラ・カレントミラー回路の問題点
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により吸収
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電流出力型差動増幅回路
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